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【はじめに】我々は、異なる設計パラメータを持つMEMS加速度センサを LSIチップ上にアレイ

状に配置することで、小型かつ広い検出範囲を 1チップで実現するアレイ型 CMOS-MEMS加速度

センサについて研究開発を行っている[1]。これまで、回路シミュレータ上で動作する単体の

MEMS加速度センサ用等価回路モデルを提案し、MEMSと LSIとの統合設計環境に適用可能とし

た[2]。今回、アレイ型 CMOS-MEMS 加速度センサの等価回路モデル化について検討を行ったの

で報告する。 

【内容】図 1に、提案するアレイ型 CMOS-MEMS加速度センサの等価回路モデル図を示す。今回、

設計パラメータの異なる 9 個の MEMS 加速度センサを 3×3 のアレイ状に配置することを前提と

してモデル化を行った。個々の加速度センサ等価回路は図 1 に示す通り 5 つのモジュールから構

成されており、バネ定数や錘の質量等を個別に設定可能である。今回の解析に用いた設計パラメ

ータを表 1に示す。 

【解析結果】図 1 に示す等価回路を用い、例として、加速度 1G から 20G を印加した場合のシミ

ュレーションを行った。印加する加速度に対する各加速度センサの容量変化について過渡解析の

結果を図 2 に示す。図より、異なる設計パラメータを持つ加速度センサ同士を組み合わせること

で 1G から 20G の範囲で容量変化を検出できることがわかる。本結果より、提案したモデルによ

る等価回路を用いてアレイ型 CMOS-MEMS加速度センサの設計が可能であることを確認した。 

【参考文献】[1] D. Yamane, et al., SSDM2012, pp. 1134-1135 (2012) [2] 小西、他 2012 年春季 第 59
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Fig. 1. Simulation circuit for 3 by 3 arrayed MEMS accelerometer. Fig. 2. Transient analysis results. 

Table I. Design parameters. 
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